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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний об электронных компо-

нентах, входящих в электронные приборы. 

Задачами дисциплины являются:  ознакомление студентов с основными методами изу-

чения средств микро- и наноэлектроники. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавра по 

направлению 28.03.02 «Наноинженерия». В ней рассматриваются вопросы теории и прак-

тики изучения  электронных средств. Дисциплина читается в 7-ом семестре 4-ого курса 

студентам очной формы обучения и базируется на отдельных компонентах компетенций, 

сформированных у обучающихся в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин 

учебного плана: 

 Испытания изделий 

 Методы диагностики в нанотехнологиях 

 Микро- и наноэлектроника 

 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

 Ознакомительная практика 

 Основы электро- и радиоизмерений 

 Радиоэлектроника 

 Сопротивление материалов 

 Технологическая (проектно-технологическая)  практика 

 Физика полупроводников 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: знать основы математического моделирования, владеть 

знаниями в области моделирования объектов машиностроения, иметь навыки анализа на-

учной информации, применять элементы высшей математики и математической статисти-

ки для оценки точности и достоверности результатов, полученных при проведении раз-

личных видов испытаний машин, оборудования, систем и элементов, входящих в них. 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обученияв рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих спе-

циальных дисциплин и блоков:  

 Композиционные материалы. Металломатричные, с полимерной матрицей. 

 Преддипломная практика 

 Государственная итоговая аттестация. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

реализуемой компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ПК-4 

Проведение испытаний 

изделий из нанострук-

турированных компози-

ционных материалов с 

целью выявления пока-

зателей уровня качест-

ва, функциональных 

потребительских 

свойств, брака и путей 

его устранения. 

Знать:   

 принципы работы и характеристики основных компонент 

электронной аппаратуры (транзисторов, диодов), исполь-

зуемых в микро- и в наноэлектроники; 

 различные методы  получения необходимого объема ин-

формации о характеристиках свойств электронных ком-

понент; 

Уметь: экспериментально определять количественные и ка-

чественные характеристики свойств электронных компонент 

как результата различных видов воздействий. 

Владеть: навыками работы на испытательном оборудовании, 

навыками использования различных измерительных схем. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 3 З.Е. 

4.2. По видам учебной работы (в часах):   

Вид учебной работы 

Количество часов (форма обучения очная) 

Всего по плану 
В т.ч. по семестрам 

1-6 7 8 

1 2 3 4 5 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем в 

соответствии с УП 

54/54 - 54/54 - 

Аудиторные занятия:     

 Л

екции 

(в т.ч._0__ПрП)* 

0 

- 

0 

- 

 с

еминары и  практиче-

ские занятия 

(в т.ч._0_ ПрП)* 

0 

- 

0 

- 

 л

абораторные работы, 

практикумы 

(в т.ч._0_ ПрП)* 

54/54 

- 

54/54 

- 

Самостоятельная работа 54 - 54 - 

Форма текущего контроля 

знаний и  

контроля  

Устный опрос,  

отчеты к лабора-

торным работам, 

- Устный 

опрос,  от-

четы к ла-

- 
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самостоятельной работы доклады боратор-

ным рабо-

там, докла-

ды 

Курсовая работа - - - - 

Виды промежуточной атте-

стации (экзамен, зачет) 
- 

- - - 

Всего часов по дисциплине 108 - 108  

В случае перехода на дистанционную форму обучения  все часы реализуются в полном 

объеме.  

4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и ви-

дам учебной работы: 

Форма обучения – очная 

 

Название разделов и тем Всего 

Виды учебных занятий 

Форма те-

кущего кон-

троля зна-

ний 

Аудиторные занятия 
Занятия 

в инте-

рак-

тивной 

форме 

Самосто-

ятельная 

работа 
лекции 

практи-

ческие 

занятия, 

семина-

ры 

лабора-

торные 

работы, 

практи-

кумы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Измерение па-

раметров полупровод-

никовых приборов и 

интегральных микро-

схем  

 

 12 - - 6 6 6 

Устный 

опрос, 

отчет к 

лабора-

торной 

работе 

Тема 2. Определение 

времени жизни нерав-

новесных носителей  

тока 

 

24       12 6 12 

Устный 

опрос, 

отчеты к 

лабора-

торным 

работам 

Тема 3. Измерение ха-

рактеристик и опреде-

ление параметров тран-

зистора 

 

24 - - 12 6 12 

Устный 

опрос, 

отчеты к 

лабора-

торным 

работам 

Тема 4. Изучение дио-

дов Шоттки 

 
24 - - 12 6 12 

Устный 

опрос, 

отчеты к 

лабора-

торным 

работам 

Тема 5. Влияние темпе-

ратуры на проводи-

мость металлов и полу-

12 - - 6 0 6 

Устный 

опрос, 

отчет к 
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проводников. 

 

лабора-

торной 

работе 

 

Тема 6. Механизмы 

протекания тока через 

p-n переход при высо-

ком уровне инжекции. 

 

12 - - 6 6 6 

Устный 

опрос, 

отчет к 

лабора-

торной 

работе 

 

ИТОГО: 108 - - 54 36 54 - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных мик-

росхем  

Изучение параметров диодов, стабилитронов, транзисторов и микросхем по справочной 

литературе, приобрести навыки измерения параметров диодов, стабилитронов и мало-

мощных транзисторов. 

 

Тема 2. Определение времени жизни неравновесных носителей  тока 

Параметры фоторезистора: спектральная чувствительность, люкс-амперная характеристи-

ка,  частотные свойства,  время жизни неравновесных носителей тока.  Процессы генера-

ции и рекомбинации неравновесных носителей заряда в полупроводниках. 

 

Тема 3. Измерение характеристик и определение параметров транзистора. Схема 

включения  с общей базой.  Схема включения  с общим эмиттером 

 

Тема 4. Изучение диодов Шоттки. 

Физика контакта металл/полупроводник,  метод вольт-фарадных характеристик, вольт-

амперные характеристики диода Шоттки. 

 

Тема 5. Влияние температуры на проводимость металлов и полупроводников.  

Основы зонной теории твердых тел, температурная зависимость электропроводности ме-

талла и полупроводника (температурный коэффициент сопротивления металла, энергия 

активации полупроводника). 

 

Тема 6. Механизмы протекания тока через p-n переход при высоком уровне инжек-

ции. 

Формирование тока через р-п-переход и базу диода при высоком уровне инжекции носите-

лей заряда. Идентификация механизма переноса и определение параметров на основе из-

мерения вольт-амперной характеристики. 
 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Данный вид работы не предусмотрен УП. 

 

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 
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Лабораторная работа №1. Измерение параметров полупроводниковых приборов и инте-

гральных микросхем  

Цель работы: изучить параметры диодов, стабилитронов, транзисторов и микросхем по 

справочной литературе, приобрести навыки измерения параметров диодов, стабилитронов 

и маломощных транзисторов. 

 

Лабораторная работа №2. Определение времени жизни неравновесных носителей  тока 

Цель работы: Изучение параметров фоторезистора. Изучение вольт-амперной характери-

стики фоторезистора. Изучение спектральной чувствительности фоторезистора и его 

люкс-амперной характеристики. Изучение частотных свойств фоторезистора и определе-

ние времени жизни неравновесных носителей тока. 

 

Лабораторная работа №3. Определение времени жизни неравновесных носителей   заря-

да в полупроводниках методом модуляции проводимости точечного контакта  

Целью работы является изучение процессов генерации и рекомбинации неравновесных 

носителей заряда в полупроводниках; ознакомление с методом модуляции проводимости 

точечного контакта; освоение методики определения времени жизни неравновесных носи-

телей заряда в базе точечного полупроводникового диода, основанной на методе модуля-

ции проводимости точечного контакта; проведение измерений времени жизни неравно-

весных носителей заряда. 

 

Лабораторная работа №4. Измерение характеристик и определение параметров транзи-

стора по схеме с общей базой  

Цель работы: состоит в определении входных и выходных характеристик транзистора по 

схеме с общей базой и вычислении на этой основе h–параметров транзистора. 

 

Лабораторная работа №5. Снятие статических характеристик и определение параметров 

транзисторов в схеме с общим эмиттером 

Цель работы:  научиться экспериментально определять входные, выходные статические 

характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером; 

 

Лабораторная работа №6. Изучение диодов Шоттки. 

Цель работы: изучение физики контакта металл/полупроводник, освоить метод вольт-

фарадных характеристик и определить основные параметры диодов Шоттки. 

 

Лабораторная работа №7. Изучение электрофизических параметров диодов Шоттки  

Цель работы – изучение вольт-амперных характеристик диода Шоттки, определение вы-

соты потенциального барьера на границе металл-полупроводник. 

 

Лабораторная работа №8.  Влияние температуры на проводимость металлов и полупро-

водников.  

Цель работы - изучить основы зонной теории твердых тел, исследовать температурную 

зависимость электропроводности металла и полупроводника, определить температурный 

коэффициент сопротивления металла и энергию активации полупроводника. 

 

Лабораторная работа №9. Исследование механизмов протекания тока через p-n пере-

ход при высоком уровне инжекции 

Цель работы – изучение механизма формирования тока через р-п-переход и базу дио-

да при высоком уровне инжекции носителей заряда. Идентификация механизма переноса 

и определение параметров на основе измерения вольт-амперной характеристики. 
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8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

Данный вид работы не предусмотрен УП. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Дайте определения следующих понятий: генерация, рекомбинация, захват, избы-

точная концентрация; неравновесная концентрация; низкий, высокий, средний уровень 

инжекции; время жизни. 

2. Уравнение непрерывности, время жизни. Каким образом устанавливается электро-

нейтральность в полупроводниках?  

3. Как определяется время жизни неосновных носителей заряда в полупроводнике 

при условии существования параллельно нескольких механизмов рекомбинации? 

4. Типы диодов. Конструкция и основные технические параметры диодов. 

5. Биполярные транзисторы: конструкция,  принцип действия и основные техни-

ческие параметры транзисторов.  

6. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ). Каков физический смысл h-

параметров в схеме c ОБ? Графическое определение h -параметров по входным и вы-

ходным характеристикам. 

7. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ).  Почему коэффициент пере-

дачи тока эмиттера меньше единицы? ВАХ биполярного транзистора в схеме с общей 

базой. 

8. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Чем объяснить усиле-

ние по току при включении транзистора с ОЭ? Какие зависимости определяют входные 

и выходные характеристики транзистора при включении с ОЭ? 

9. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Каков физический 

смысл h-параметров в схеме c общим эмиттером ОЭ? Показать графическое определе-

ние h -параметров по входным и выходным характеристикам. 

10. Сравнение входных и выходных характеристик транзистора при различных 

схемах подключения. Нарисовать семейства ВАХ при схемах подключения  ОЭ и ОБ. 

11. Диод с барьером Шоттки:  конструкция, принцип работы. Энергетическая диа-

грамма системы металл/полупроводник. 

12. Метод определения среднего времени жизни неравновесных носителей тока в 

полупроводниках. 

13. Как объясняются электрические свойства металлов, полупроводников и ди-

электриков с точки зрения зонной теории? 

14. Какова методика определения фактора неидеальности m и тока насыщения I0 по 

экспериментальным ВАХ диодов Шоттки? 

15. Что такое инжекция? Чем отличаются высокий и низкий уровень? Какие еще 

существуют способы создания неравновесных носителей? 

16. Объяснить ВАХ р-п-перехода при высоком уровне инжекции 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Форма обучения:  очная 

Название разделов и тем 
Вид самостоятельной работы 

 

Объем 

в ча-

сах 

Форма кон-

троля 

 

Тема 1. Измерение па-  Проработка учебного материала 6 Устный оп-
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раметров полупровод-

никовых приборов и ин-

тегральных микросхем  

 

с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка отчетов к лаборатор-

ным работам 

 Подготовка к зачету 

 

рос, отчет к 

лабораторной 

работе 

Тема 2. Определение 

времени жизни нерав-

новесных носителей  

тока 

 

 Проработка учебного материала 

с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка отчетов к лаборатор-

ным работам 

 Подготовка к зачету 

 

12 

Устный оп-

рос, отчеты к 

лабораторным 

работам 

Тема 3. Измерение ха-

рактеристик и опреде-

ление параметров тран-

зистора 

 

 Проработка учебного материала 

с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка отчетов к лаборатор-

ным работам 

 Подготовка к зачету 

 

12 

Устный оп-

рос, отчеты к 

лабораторным 

работам 

Тема 4. Изучение дио-

дов Шоттки 

 

 Проработка учебного материала 

с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка отчетов к лаборатор-

ным работам 

 Подготовка к зачету 

 

12 

Устный оп-

рос, отчеты к 

лабораторным 

работам 

Тема 5. Влияние темпе-

ратуры на проводимость 

металлов и полупровод-

ников. 

 

 Проработка учебного материала 

с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка отчетов к лаборатор-

ным работам 

 Подготовка к зачету 

 

6 

Устный оп-

рос, отчет к 

лабораторной 

работе 

 

Тема 6. Механизмы про-

текания тока через p-n 

переход при высоком 

уровне инжекции. 

 

 Проработка учебного материала 

с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка отчетов к лаборатор-

ным работам 

 Подготовка к зачету 

 

6 

Устный оп-

рос, отчет к 

лабораторной 

работе 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Список  рекомендуемой литературы 

основная литература 
 

1. Старосельский, В. И.  Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : 

учебное пособие для вузов / В. И. Старосельский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

0808-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425163  

2. Авдеев, С. П. Краткий обзор теории полупроводниковых структур : учебное посо-

бие / С. П. Авдеев. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9275-2721-2. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87431.html 

дополнительная литература 

1. Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие / Д. Я. Вострецов [и др.]; 

УлГУ, ИФФВТ, Каф. инженерной физики. - Ульяновск : УлГУ, 2019. – Режим дос-

тупа: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1453 

2. Основы диагностики полупроводниковых структур : учебное пособие / Д. Я. Вос-

трецов, Л. Н. Вострецова, Д. А. Богданова [и др.]; УлГУ, ИФФВТ, Каф. инженер-

ной физики. - Ульяновск : УлГУ, 2018. . – Режим доступа: 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1477 

3. Филимонова, Н. И. Методы электронной микроскопии : учебное пособие / Н. И. 

Филимонова, А. А. Величко, Н. Е. Фадеева. — Новосибирск : Сибирский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 61 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69545.html 

Учебно-методические рекомендации 

1. Василевская Т. М. Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Диагностика полупроводниковых структур» / Т. М. Василевская; 

УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2021. - 7 с. - Неопубликованный ресурс. - 

URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/10964. - Режим доступа: ЭБС 

УлГУ. - Текст : электронный. 

 

 

 

 

б) Программное обеспечение: Мой Офис Стандартный, ОС Альт Рабочая станция 8 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи 

Ар Медиа. - Саратов, [2021]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для заре-

гистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ. – Москва, [2021]. - URL: https://urait.ru. – Режим доступа: для зарегист-

рир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Поли-

техресурс. – Москва, [2021]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x. – Режим 

https://urait.ru/bcode/425163
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1453
http://www.iprbookshop.ru/69545.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
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доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.  

1.4. Консультант врача : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Высшая 

школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консал-

тинг. – Москва, [2021]. – URL: https://www.rosmedlib.ru. – Режим доступа: для зарегист-

рир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.5. Большая медицинская библиотека :  электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО Букап. – Томск, [2021]. – URL: https://www.books-up.ru/ru/library/ . – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.6. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-

Петербург, [2021]. – URL:  https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. поль-

зователей. – Текст : электронный. 

1.7. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Мо-

сква, [2021]. - URL:  http://znanium.com . – Режим доступа : для зарегистрир. пользовате-

лей. - Текст : электронный. 

1.8. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, меди-

цинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=9f57a3e1-1191-414b-8763-

e97828f9f7e1%40sessionmgr102 .  – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

1.9. Русский язык как иностранный : электронно-образовательный ресурс для ино-

странных студентов : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». – Саратов, [2021]. – 

URL: https://ros-edu.ru. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : элек-

тронный.  

 2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2021]. 

3. Базы данных периодических изданий: 

3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2021]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт  / ООО Научная Элек-

тронная Библиотека. – Москва, [2021]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа : для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный 

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2021]. – 

URL:  https://id2.action-media.ru/Personal/Products. – Режим доступа : для авториз. пользо-

вателей. – Текст : электронный. 

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федераль-

ная государственная информационная система : сайт /  Министерство культуры РФ ; РГБ. 

– Москва, [2021]. – URL: https://нэб.рф.  – Режим доступа : для пользователей научной 

библиотеки. – Текст : электронный. 

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-

1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Изображение : электронные. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / уч-

редитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: http://window.edu.ru/ .  – Текст : электрон-

ный. 

6.2.  Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : электронный. 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

https://www.rosmedlib.ru/
https://www.books-up.ru/ru/library/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=9f57a3e1-1191-414b-8763-e97828f9f7e1%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=9f57a3e1-1191-414b-8763-e97828f9f7e1%40sessionmgr102
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
http://elibrary.ru/
https://id2.action-media.ru/Personal/Products
https://нэб.рф/
https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741
https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741
https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
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7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экс-

пресс». – URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. – Режим доступа : для пользователей науч-

ной библиотеки. – Текст : электронный. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Аудитории для проведения лекций, для выполнения лабораторных работ, для про-

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Ауди-

тории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предос-

тавления информации большой аудитории.   Помещения для самостоятельной работы  ос-

нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-

библиотечной системе.  Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, ука-

зывается в соответствии со сведениями  о материально-техническом обеспечении и осна-

щенности образовательного процесса, размещенными на официальном сайте УлГУ в раз-

деле «Сведения об образовательной организации».   

 

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих ва-

риантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей: 

  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции; 

 В случае необходимости использования в учебном процессе частич-

но/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация  работы 

ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается  в электронной информа-

ционно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей. 

 

 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web

